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１．概要（Summary） 

3C-SiCは 4H-SiCに比べて電子親和力が 0.9eV高い

ため、酸化膜界面の漏えい電流密度が低く、かつ界面準

位密度は 2 桁ほど低い値を示す。このため、3C-SiC を

MOS 構造に適用することにより、その低損失性能と長期

的信頼性が著しく向上する。本研究では、従来の

4H-SiC パワー半導体の利点を生かしつつ、その一部を

3C-SiC で置き換えることにより、それぞれの長所を相補

的に活かしたパワー半導体デバイスの実現を目指してい

る[特許文献１]。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

熱 CVD装置 

【実験方法】 

4H-SiC基板表面に 3C-SiCの 2次元核を生成し、さら

にそれぞれをステップ制御エピタキシーによって横方向

に拡大させて整合ヘテロ界面を形成するため、以下の加

工工程を実施した。①3C-SiC のシード面形成工程：

4H-SiC のステップ制御エピタキシー領域を限定し、所定

の個所において 3C-SiCの核生成を促すため、名古屋工

業大学で開発された LIPSS法を用いて 4H-SiC(0001)  

4 度傾斜基板の所定の個所に[1-100]方位に平行な溝を

形成した[1]。②Step-Alignment 工程：多核生成による

3C-SiCの双晶を抑制するため、熱CVD装置を用いて水

素雰囲気中での熱処理を施した[特許文献 2]。③エピタ

キシャル成長工程：SiH4+C3H8+H2雰囲気中において厚

さ 0.6μmの 4H-SiC をエピタキシャル成長した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1は溝の下流近傍([11-20]方位側)のエピタキシャ

ル成長層表面近傍の(1-100)断面 TEM 像である。低倍

率像から明らかなように、傾斜基板上であるにもかかわら

ず、(0001)面に平行な原子レベルで平坦なテラスが形成

されている。高倍率像からは4H-SiCの積層のみが見出さ

れるが、最表面に露出している最密充填構造は立方最密

充填構造のみである。すなわち、本実験で得られた

4H-SiCエピタキシャル膜表面に 3C-SiCを多核生成して

も双晶の抑制が期待できる。 

 

Fig. 1 Cross sectional TEM image of (1-100) 

epitaxial layer. 

 

今後、エピタキシャル成長工程における過飽和度を高

めることで 3C-SiCの 2 次元核生成を促進し、双晶を含ま

ない 3C-SiC領域を横方向成長させ、4H-SiCとの整合ヘ

テロ界面を形成する。 
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